ТОЕ - МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 - питання 2016-2017 н.р.
1. Мiкроклiмат та виробнича гігієна.
2.  Класифікація технологічних процесів за призначенням у виробництві. Класифікація технологічних процесів оброблюючої групи.

3.  Вимоги до кремнiєвих пластин

4. Зобразити структуру елементів напівпровідникових інтегральних мікросхем:

а) МОН - транзистор; б) діод на базі біполярного транзистора.

5. Зобразити структуру елементів напівпровідникових інтегральних мікросхем:

а) біполярний транзистор; б) конденсатор на базі МОН-транзистора.

6. Зобразити структуру елементів напівпровідникових інтегральних мікросхем:

а) МОН - транзистор; б) резистор на базі біполярного транзистора.

7. Зобразити структуру елементів напівпровідникових інтегральних мікросхем:

а) біполярний транзистор; б) діод на базі МОН-транзистора.

8. Зобразити структуру елементів напівпровідникових інтегральних мікросхем:

а) МОН - транзистор; б) конденсатор на базі біполярного транзистора

9. Зобразити та описати послідовність формування дифузійно-планарної структури напівпровідникових мікросхем на прикладі транзистора

10. .Зобразити та описати послідовність формування епітаксійно-планарної структури без схованого шару напівпровідникових мікросхем на прикладі транзистора

11. Зобразити та описати послідовність формування епітаксійно-планарної структури зі схованим шаром напівпровідникових мікросхем на прикладі транзистора 

12. Зобразити та описати послідовність формування структури з діелектричною ізоляцією напівпровідникових мікросхем на прикладі транзистора 

13. Зобразити та описати послідовність формування ізопланарної структури напівпровідникових мікросхем на прикладі транзистора

14. Зобразити та описати послідовність формування поліпланарної структури (з ізолюючим V-каналом) напівпровідникових мікросхем на прикладі транзистора

15. Зобразити та описати послідовність формування комплементарної структури (КМОН) напівпровідникових мікросхем на прикладі транзистора 

16. Зобразити та описати послідовність формування структури “кремній на сапфірі” (КМОН-КНС) напівпровідникових мікросхем на прикладі транзистора

17. Розробити схему технологічного процесу виготовлення дифузійно-планарної структури.
18. Розробити схему технологічного процесу виготовлення епітаксійно-планарної структури без схованого шару
19. Розробити схему технологічного процесу виготовлення епітаксійно-планарної структури зі схованим шаром. 
20. Розробити схему технологічного процесу виготовлення структури з діелектричною ізоляцією
21. Розробити схему технологічного процесу виготовлення ізопланарної структури
22.  Розробити схему технологічного процесу виготовлення поліпланарної структури.
23.  Розробити схему технологічного процесу виготовлення комплементарної структури (КМОН
24.  Розробити схему технологічного процесу виготовлення структури кремній на сапфірі (КНС).). 
25. Фiзичнi основи процесу термiчної дифузiї 
26. Методи вивчення характеристик дифузiйних шарiв. 
27. Практичнi способи проведення дифузiї: дифузія з використанням рідинних джерел домішки. 
28. Практичнi способи проведення дифузiї: дифузія з використанням газоподібних джерел домішки
29. Загальна характеристика iонної імплантації 
30. Фiзичнi основи процесу іонної імплантації.
31. Практичнi методи проведення iонної iмплантацiї
32. Автоепiтаксiя кремнiю хлоридним та силановим методами. 
33. Молекулярно-променева епiтаксiя.
34. Методи вивчення характеристик епітаксiйних шарiв.
35. Фотолітографія. Мета фотолітографії. Схема її технологічного процесу.

36.  Фоторезисти. Означення, порівняльна характеристика негативних та позитивних фоторезистів.

37. Методи нанесення фоторезистів.

38. Суміщення та експонування

39. Скануюча електронолітографія. 

40. Проекційна електронолітографія. 

41. Рентгенопроменева літографія.
42.  Іонна літографія. 

